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我々はこれまでに、ダイヤモンド表面を水素終端化することで誘起されるホール蓄積層

をチャネルおよびドリフト層として用いた電界効果トランジスタを作製し、673～10 Kに

わたる高温・低温動作特性[1,2,3]及び高い耐圧特性[4]を報告してきた。ここで問題となった

のがオフ状態での絶縁破壊電圧測定の際、ドレイン－ソース間の高電圧およびリーク電流

によって、オン状態の IDS-VDS特性が変化(主に IDS減少)することが窒素ドープ単結晶基板

上のデバイスにおいて確認された。今回、透明なアンドープ多結晶ダイヤモンド基板上に

MOSFET を作製し、オフ状態での絶縁破壊電圧（500-1000V）測定とオン状態の IDS-VDS特

性（50V以下）の繰り返し測定を 10回以上行い、オフ状態の耐圧とオン状態のドレイン電

流変化を調査したので報告する。 

今回用いた基板は透明なアンドープ多結晶ダイヤモンドで、成長面の方位分布はランダ

ムである。作製したMOSFET のオン状態での電流特性測定とオフ状態での絶縁破壊電圧測

定(ブレークダウン電流が 1mA、電流密度換算で 40mA/mmに到達するまで電圧印加)を交

互に 20回程度繰り返した。このMOSFET の寸法は LGD 11 μm,、LGSとゲート長は 2 μmで

ある。Fig.1に、初回のオン状態 IDS-VDS特性とオフ状態(ゲート電圧 40V)の絶縁破壊電圧の

測定結果を示す。オン状態での最大ドレイン電流密度は-9.3 mA/mmが得られ、またオフ状

態の絶縁破壊電圧は 566 V であった。オン状態の IDS-VDS曲線が 0V から下に凸となるのが

確認された（Fig.1の矢印部）が、これはソース・ドレイン接合となる TiC層の深さが浅

く、高い接触抵抗となり IDS-VDSのオン電流の立ち上がりを低下させると考えられてい

る。Fig.2に、14回絶縁破壊電圧測定した後の IDS-VDS特性と絶縁破壊特性を示した、最大

ドレイン電流密度は-8.9 mA/mm、良好的なピンチオフが得られ、絶縁破壊電圧は-1045 V

とむしろ上昇していた。Fig.3に、15回目の絶縁破壊特性を対数表示した。ゲートリーク

電流(Ig)は 6×10-6 mA/mm、ドレインリーク電流(Id)は 4×10-8 mA/mmと非常に低いリーク

電流である。多結晶の配向性やグレインバウンダリーのドレイン電流特性への影響を今

後、調査する。 
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Fig.1 Breakdown characteristics and IDS-VDS 

characteristics for the first time 

Fig.2 Breakdown characteristics and IDS-VDS 

characteristics for the 15th time 

Fig.3 Breakdown characteristics for  

the 15th time in log scale 
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